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Необхідність отримання матеріалів, що володіють спеціальними властивостями, 
висувають перед наукою завдання подальшого розвитку хімії твердого тіла, 
покликаних розробляти наукові основи створення нових конструкційних матеріалів з 
заданими властивостями. 
Успіх розвитку напівпровідникової техніки та пов'язаних з нею галузей 
(електроніки, енергетики та ін.) значною мірою визначаються досягненнями в галузі 
розробки та отримання напівпровідникових сплавів із стабільними електрофізичними, 
механічними та іншими властивостями. Тому розробка та вирішення завдань, 
пов'язаних із одержанням напівпровідникових матеріалів, що володіють комплексом 
прогнозованих перспективних властивостей, є одним з найважливіших завдань науки і 
техніки [1]. 
Дослідження фазових рівноваг у системах SiS2 – Y2S3 – La2S3 та SiS2 – Y2S3 – Pr2S3 
з метою пошуку нових матеріалів є одним із етапів комплексного дослідження фазових 
рівноваг у халькогенідних системах DIVX2 – R2X3 – R′2X3 (D
IV – Si, Ge, Sn;  R, R′ – РЗМ; 
X – S, Se) та кристалічної структури сполук, що в них утворюються [2], [3] і ін. 
Синтез достатньої кількості сплавів проводили з простих речовин із вмістом 
основного компонента не менше 99,99 ваг. % в електричній муфельній печі з 
програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна 
температура синтезу становила 1370 Κ. Гомогенізуючий відпал проводили за 
температури 770 К протягом 500 годин. Після відпалу контенери із сплавами 
загартовувались у холодній воді. Рентгенофазовий аналіз здійснювали за 
дифрактограмами, отриманими на дифрактометрі ДРОН 4-13 у межах 2Θ = 10 - 80° 
(CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05°, експозиція у кожній точці – 4 с). Для 
обробки даних використовували пакет програм CSD [4]. 
У квазібінарних системах SiS2 – Y2S3, SiS2 – La2S3 та SiS2 – Pr2S3 підтверджено 
існування трьох тернарних сполук: Y3Si1.25S7 (ПГ Р63), La2SiS5(ПГ Р21/с) та 
Pr4Si3S12(ПГ R3c). У системі Y2S3 – Pr2S3 підтверджено існування твердого розчину на 
основі Y2S3 (розчинність Pr2S3 становить 20 мол. %) [5]. 
За результатами проведених досліджень побудовано ізотермічні перерізи 
квазіпотрійних систем для систем SiS2 – Y2S3 – La2S3 та SiS2 – Y2S3 – Pr2S3 за 
температури 770 К (рис. 1 та рис. 2). 
В досліджених системах за температури відпалу сплавів у стані термодинамічної 
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Рис. 1. Ізотермічний переріз системи  
SiS2 – Y2S3 – La2S3: 1 – SiS2; 2 – Y2S3; 3 – 
La2S3; 4 – Y3Si1,25S7; 5 – La2SiS5; 6 – SiS2 + 
Y3Si1,25S7; 7 – Y2S3 + Y3Si1,25S7; 8 – Y2S3 + 
La2S3; 9 – La2S3 + La2SiS5; 10 – SiS2 + 
La2SiS5; 11 – Y3Si1,25S7 + La2SiS5;  
12 – Y2S3 + La2SiS5; 13 – SiS2 + Y3Si1,25S7 + 
La2SiS5; 14 – Y2S3 + Y3Si1,25S7 + La2SiS5; 
15 – Y2S3 + La2S3 + La2SiS5. 
  
 
Рис. 2. Ізотермічний переріз системи  
SiS2 – Y2S3 – Pr2S3: 1 – SiS2; 2 – Y2S3; 3 – 
Pr2S3; 4 – Y3Si1,25S7; 5 – Pr4Si3S12; 6 – SiS2 + 
Y3Si1,25S7; 7 – Y2S3 + Y3Si1,25S7; 8 – Y2S3 + 
Pr2S3; 9 – Pr2S3 + Pr4Si3S12; 10 – SiS2 + 
Pr4Si3S12; 11 – Y3Si1,25S7 + Pr4Si3S12; 12 – 
Y2S3 + Pr4Si3S12; 13 – SiS2 + Y3Si1,25S7 + 
Pr4Si3S12; 14 – Y2S3 + Y3Si1,25S7 + Pr4Si3S12; 
15 – Y2S3 + Pr2S3 + Pr4Si3S12. 
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